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(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D'UN SUBSTRAT DE TYPE SEMI-CONDUCTEUR SUR ISOLANT

(57) Abstract: The present invention relates to a method for man-
ufacturing a semiconductor-on-insulator structure, comprising the
following steps: providing a donor substrate (1) comprising a weak-
ened area defining a layer to be transferred; providing a receiver
substrate (2); bonding the donor substrate (1) onto the receiver sub-
strate (2), the layer to be transferred being situated on the side of the
bonding interface (10), by initiation of a bonding wave (3) starting
from a first region (13) of the periphery (11) of the interface and
propagation of the wave toward a second region (14) of the periph-
ery (11) of said interface, opposite the first region (13), the prop-
agation speed of the bonding wave (3) being lower in the central
portion (12) than in the peripheral portion (11); and detaching the
donor substrate (1) along the weakened area in order to transfer the
layer to be transferred onto the receiver substrate (2), the method
being characterized in that the bonding is implemented under con-
trolled conditions in order to increase the difference in the propa-
gation speed of the bonding wave between the peripheral portion
(11) and the central portion (12) of the bonding interface (10).

(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé de fa-
brication d'une structure de type semi-conducteur sur isolant, com-
prenant les étapes suivantes : - fourniture d'un substrat donneur (1)
comprenant une zone de fragilisation délimitant une couche a trans-
férer, - fourniture d'un substrat receveur (2), - collage du substrat
donneur (1) sur le substrat receveur (2), la couche a transférer étant
située du cot€ de l'interface de collage (10), par initiation d'une onde
de collage (3) a partir d'une premicre région (13) de la périphérie
(11) de ladite
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interface et propagation de ladite onde vers une seconde région (14) de la périphérie (11) de ladite interface opposée a la premicre
région (13), la vitesse de propagation de l'onde de collage (3) étant plus faible dans ladite partie centrale (12) que dans ladite partie
périphérique (11), - détachement du substrat donneur (1) le long de la zone de fragilisation pour transférer la couche a transférer sur le
substrat receveur (2), ledit procédé étant caractérisé en ce que le collage est mis en ceuvre dans des conditions contrdlées pour augmenter
la différence de vitesse de propagation de ladite onde de collage entre la partie périphérique (11) et la partie centrale (12) de l'interface
de collage (10).



